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En el presente trabajo cambiamos el paradigma de pensar las celdas solares de
multijunturas como subceldas conectadas por una simple resistencia en serie. Dicho
esquema permanece valido solo para celdas solares que tengan una capa conductora
intermedia (ICL). Por el contrario, en el caso de celdas de multijuntura que posean una
juntura de tipo tunel se propone un nuevo esquema en el cual se agrega una resistencia
en paralelo global. Este nuevo modelo se pone a prueba con mediciones y simulaciones
sobre celdas de tipo micromorfa, con una celda top de silicio amorfo hidrogenado y
una celda bottom de silicio multicristalino. Sobre dichas celdas se realizan mediciones
del voltaje de circuito abierto en funcién de la intensidad de iluminacién en caso
de iluminacidn selectiva (l3seres azules o infrarrojos) e iluminacién completa (ambos
laseres a la vez). Se extienden las conclusiones sobre otros tipos de celda solares
de multijuntura como por ejemplo la combinacién perovskita metalicas de haluro en
conjunto con subcelda de silicio cristalino.
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Al estudiar la fotoluminiscencia en nanohilos de ZnO crecidos por el método de
transporte en fase vapor sobre grafito compactado en un horno tubular bajo flujo de Ar
y O se obtuvo un incremento de 2 érdenes de magnitud en la relacién entre la emisién
UV vy la verde, comparada con resultados previamente obtenidos para nanohilos de
ZnO crecidos sobre silicio. Presentamos una caracterizacién detallada de la morfologia
y propiedades de fotoluminiscencia de nanohilos donde no es necesaria la presencia de
catalizadores metdlicos sobre el sustrato dado que el crecimiento ocurre directamente
sobre la superficie de carbono, en la forma de una lamina auto-sostenida de nanohilos
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de ~ 60 nm de diametro y longitudes entre 2 y 6 um sin orientacion preferencial. La
composicidn quimica y la estequiometria, como asi también las principales caracteristi-
cas de la densidad de estados en la banda de Valencia cercana al nivel de Fermi se
estudiaron por espectroscopia de fotoelectrones por Rayos X. Para entender la inmen-
sa mejora en la emisién UV estudiamos la dependencia de la fotoluminiscencia con
la potencia de excitacién, comparando con un cristal de ZnO y otros nanohilos con
menor relacion UV-verde, prestando particular atencién a la dindmica de activacion
de los picos de fotoluminiscencia, para determinar la existencia o no de efectos de
laseado como posibles responsables de la emisién mejorada. Finalmente comparamos
con la morfologia y fotoluminiscencia de nanohilos de ZnO también crecidos sobre
grafito compactado pero en otra configuracién dentro del horno, para los que se ob-
tuvo menor relacion UV-verde. Simulamos la dindmica del fluido y las trayectorias de
las particulas dentro del horno durante el proceso de crecimiento, encontrando que la
orientacién del portamuestras es crucial en las propiedades de los nanohilos resultan-
tes, puesto que afecta la velocidad de las particulas y por consiguiente la velocidad
de crecimiento y densidad de defectos sobre la superficie de los nanohilos.

14:40 - Crecimiento y Caracterizacién de heteroestructuras basadas en 6xidos
sobre sustratos de Silicio (100)
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Hoy en dia existe un gran interés en la integracidon de éxidos de perosvkita sobre
sustratos de silicio, con el objetivo de mejorar los dispositivos electrénicos ya exis-
tentes o para disefar nuevos dispositivos. Los éxidos de perovskita presentan una
gran variedad de propiedades fisicas que los hace llamativos para desarrollar disposi-
tivos multifuncionales [1-2]. En paralelo, existe un creciente interés en el desarrollo
de heteroestructuras multiferroicas, que consisten en capas alternadas de materiales
ferromagnéticos y ferroeléctricos, como es el caso de la bicapa LSMO/BTO, donde
el LSMO es un ‘half-metal'y el BTO un ferroeléctrico (FE) a temperatura ambien-
te, ambos materiales poseen una estructura tipo perovskita. La integracién de estas
heteroestructuras multiferroicas sobre silicio es actualmente un desafio, debido a la
reactividad del silicio con el oxigeno, a los desajuste de red y a los diferentes co-
eficientes de expansién térmicos entre los distintos compuestos [3]. En este trabajo
mostramos el crecimiento exitoso de bicapas BTO/LSMO y BTO/LNO sobre Silicio
(100) por ablacién de laser pulsado, para lograr el crecimiento de éstas heteroestructu-
ras epitaxiales fue necesario emplear capas ‘buffer’, asi como optimizar las condiciones
de crecimiento. Un estudio estructural, morfolégico, magnético y ferroeléctrico de las
multicapas serd discutido en esta presentacion.
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